
emikron bietet nach eigenen Anga-
ben mit Semisel als erstes Unternehmen
der Branche ein Online-Berechnungs-
und Simulationstool an, mit dem sich
der beste Leistungshalbleiter des Unter-
nehmens für die jeweilige Umrichter-
Anwendung finden lässt. Dazu werden
die Verluste und die Temperaturerhö-
hung nach kundenspezifischen Anga-
ben online berechnet, um die thermi-
sche Belastung der selektierten Bauele-
mente zu beurteilen. Derzeit stehen
zwölf der wichtigsten leistungselektro-
nischen Schaltungen zur Verfügung.
Dabei wählt der Nutzer im Internet
zunächst die seiner Applikation entspre-
chende Schaltung (AC/DC, DC/DC,
DC/AC oder AC/AC) aus. Für die interak-
tive Parametereingabe stehen für jede
Schaltung drei spezifische Formulare zur
Verfügung – und zwar zur Eingabe der
Schaltungsangaben (Frequenzen, Strö-
me, Spannungen, Lastzyklen), zur Wahl
des Bauelements (Gehäuseformen, Typ)
und zu den Angaben der Kühlbedin-
gungen (Kühlkörper, Kühlmedium). Die
Berechnungen werden dann für stati-
sche und dynamische Lastbedingun-
gen durchgeführt. Als Ergebnis stehen
dann neben den Eingangsparametern
auch Angaben zu den statischen Verlu-
sten und Temperaturen sowie eine gra-
phische Ausgabe zu den Berechnungen

der dynamischen Vorgänge zur Verfü-
gung.
AMS Technologies wiederum setzt bei
der Berechnung und Optimierung von
Kühlkörpern für Leistungshalbleiter nicht
auf das kundeneigene Know-how son-
dern vielmehr auf seine Abteilung Ther-
mal Design Service, bei dem Fachleute
thermische Simulationsrechnungen für
kundenspezifische Kühldesigns durch-
führen.Dabei gehören Berechnungen mit
einem CAD-Programm, die Verifikation
mit Hilfe von Windkanal- oder Kunden-
daten sowie die Analyse und Dokumen-
tation zum Leistungsumfang. AMS Tech-
nologies verwendet dazu das Simula-
tionsprogramm Flotherm von Flomerics.
Toolhersteller Intusoft stellt gleich kom-
plette Design-Pakete zur Verfügung. So
soll das zur PCIM in einer neuen Version

vorgestellte Programm Power Supply De-
signer besonders genaue Simulationen
liefern,wobei auch das Programm Power
Deluxe für die schematische Eingabe
und die Schaltungsanalyse zum Liefer-
umfang gehören. Das Paket Magnetics
Design dient der Entwicklung von Trans-
formatoren sowie der Synthese von In-
duktivitäten, während der Library-Mana-
ger Templates für die Bibliothek erstellt.
Insgesamt steht bei diesem Tool eine Bi-
bliothek mit über 14 000 SPICE-Model-
len zur Verfügung. Nach Angaben von
Intusoft ist Power Supply Designer die
„einzige komplette Entwicklungslösung
für Schaltnetzteile, die das Bauelemen-
te-Design, eine Großsignal-Simulation,
die Entwicklung der Rückkopplungs-
Steuerung und eine Kleinsignal-Analyse
in einem leicht nutzbaren Paket bietet.“
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Obwohl die PCIM '2001, die vom 19. bis 21.6.2001 in Nürnberg stattfand, in

diesem Jahr in noch stärkerem Maße als in den zehn vorhergehenden Jahren

eine Kontaktmesse und keine Innovationsmesse war, präsentierten dennoch

einige Anbieter echte Neuheiten. Vor allem in den Bereichen Leistungsmodule,

MOSFETs, Vorschaltgeräte sowie Stromwandler gab es diverse Neuheiten und

während die Simulation noch im letzten Jahr eine eher untergeordnete Rolle

spielte, war dieses Thema in 2001 erheblich öfter ein Gesprächsthema. Im fol-

genden Beitrag stellt elektronik industrie einige der wichtigsten Neuheiten

aus diesen Bereichen vor.

Power-News von der
PCIM 2001
Alfred Vollmer

S
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Hochleistungs-Module

Für Anwendungen mit einer Sperrspan-
nung von 2200 V bzw. 2500 V hat Ixys die
beiden neuen IGBTs IXLF 19N220A und
IXLF 19N250A entwickelt. Beide Typen
sind für einen Gleichstrom von 19 A bei TC

= 90 °C ausgelegt.Sie weisen jeweils eine
Sättigungsspannung von 3,9 V sowie ei-
ne Stromabfallzeit von 50 ns bei TJ = 125
°C auf.Ausgeliefert werden die Bauteile in
einem elektrisch isolierten diskreten
Gehäuse namens Isoplus i4-PAC. Dabei
ersetzt ein DCB-Aluminiumsubstrat (DCB:
Direct-Copper-Bonded) den normalen
Kupferkamm im Plastikgehäuse und er-
möglicht somit einen elektrisch isolierten
Montageabstand sowie eine verbesserte
thermische Wechselfestigkeit. Die Kriech-
und Luftstrecke zwischen Kollektor und
Emitter beträgt 7 mm und jeder An-
schlusspin hat zur Kühleroberfläche ei-
nen Abstand von 5,5 mm. Ixys denkt
beim Einsatz der Bauteile an Anwendun-
gen mit Entladungen von Hochspan-
nungs-Kondensatoren sowie Hochspan-
nungs-Schaltnetzteile, wobei die Bauteile
auch mehrfach in Reihe geschaltete
MOSFETs, Thyristoren und elektromecha-
nische Relais ersetzen sollen.
EasyPIM und EasyPACK nennt die
100%ige Infineon-Tocher Eupec die neue
Generation von IGBT-Modulen, die vor
allem für kleine Antriebe bis 2,2 kW kon-
zipiert sind. So sind die Easy-PIM-Produk-
te mit ein- oder dreiphasigem Eingangs-
gleichrichter lieferbar, während die Easy-
PACK-Module für Nennspannungen von
600 sowie 1200 V und Ströme zwischen
10 und 25 A verfügbar sind.
Für besonders hohe Nominalströme bis
zu 3600 A bei einer nicht blockierenden

Spannung von 1700 V hat Eupec die
Baureihe IGBT3 entwickelt. Diese IGBTs
im Modulgehäuse kombinieren ein Gra-
benzellen-Design mit einer vertikal opti-
mierten NPT-Struktur.Sie übertreffen die
statischen sowie dynamischen Charak-
teristika von früheren IGBT-Modulen des
Herstellers bei gleicher Gatter-Ansteue-
rung.
GCT (Gate-Commutated Thyristor) nennt
ABB Semiconductors seine neuen Lei-
stungsbauelemente, die ein Abschalt-
verhalten wie bipolare Transistoren (z. B.
IGBTs) aufweisen, aber dennoch über
die Leitfähigkeit eines Thyristors verfü-
gen. Das größte Bauteil der Baureihe ist
für eine Spannung VDRM von 6000 V bei
Maximalströmen von 1820 A (rückwärts
leitend), 1500 A (rückwärts sperrend)
bzw. 3500 A (asymmetrisch) ausgelegt.
Zur Ansteuerung benötigt der Entwick-
ler eine Spannungsversorgung von 20 V
sowie eine Glasfaser, mit der die Steue-
rung des Einschalt-/Ausschalt-Vorgangs
erfolgt. Eine 10 000-V-Version befindet
sich bereits in der Entwicklung.
Die 600-V- und 1200-V-C-IPMs (Com-
pact Intelligent Power Modules) hat Tos-
hiba vor allem als Ersatz für diskrete Lö-
sungen in Anwendungen wie z. B. Uni-
versal-Wechselrichtern und Motorsteue-
rungen konzipiert. Die neuen IGBT-Mo-
dule sind für Maximalströme von 50 A
bis 400 A, bei den 600-V-Modulen gar
bis zu 600 A verfügbar. Ein Unterspan-
nungsschutz für die Gateversorgung so-
wie ein Schutz gegen Kurzschluss, Über-
strom- und Übertemperaturbedingun-
gen ist bereits in den Modulen inte-
griert, die in Sechser- und Halbbrücken-
Konfigurationen zur Verfügung stehen.

MOSFETs

Im "branchenweit kleinsten Gehäuse"
hat Toshiba seine Single- und Dual-
MOSFETs TCP6 untergebracht. Sie wer-
den in einem 3,1 x 1,8 x 0,85 mm3

großen VS-6-Gehäuse mit sechs An-
schlüssen geliefert,das 2,2 W verträgt. Im
Vergleich zu in Silizium-Planartechnolo-
gie gefertigten Bauteilen weisen die
neuen, in Trench-Technologie ent-
wickelten VS-6-MOSFETs einen um 70%
geringeren Einschaltwiderstand auf. Die
Bausteine sind als n- und p-Kanal-Vari-
anten mit integrierter Zenerdiode zwi-
schen Gate und Source für maximale
Betriebsströme von 6 A lieferbar.
Auf der PCIM 2000 stellte Infineon Tech-
nologies seine CoolMOS-Familie erst-
mals der Öffentlichkeit vor; in diesem
Jahr bereits die CoolSET F2 genannte
zweite Generation der Multichip-Lei-
stungs-ICs. CoolSET F2 ist für Ausgangs-
leistungen von 10 bis 45 W bei Ein-
gangsspannungen von 85 bis 265 V
bzw. 10 W bis maximal 60 W bei Ein-
gangsspannungen zwischen 190 V und
265 V ausgelegt, wobei die Drain-Sour-
ce-Durchbruchspannung 650 bzw. 800
V beträgt, während die Ausgangsströme
zwischen 1 und 3 A liegen dürfen (Bild
3). Diverse Schutzfunktionen gegen
Überstrom, Überspannung etc. sowie ei-
nige Komfortmerkmale für den Einsatz
in Schaltnetzteilen mit kleineren Trans-
formatoren sind ebenfalls vorhanden.
Wenn keine Last anliegt beträgt die
Standby-Leistung in einer 40-W-Anwen-
dung 300 mW. In dem passenden Eva-
luierungs-Paket sind neben einem
Demoboard und der Dokumentation
auch ein PC-Kalkulationsprogramm auf

Bild 1: Das dimmbare Hochvolt-Vorschaltgeräte-IC IR2159 von International Rectifier soll in dem Refe-
renzdesign IRPLDIM2 zusammen mit dem Flash-Mikrocontroller PIC 16F628 von Microchip die Anzahl
der Bauelemente eines Vorschaltgeräts für Niederdruck-Gasentladungslampen („Neonröhren“) gemäß
DALI um 60% verringern.



Excel-Basis sowie PSpice-Modelle ent-
halten.
Ebenfalls mit einer Standby-Leistung
von 300 mW kommen getaktete Schalt-

netzteile (SMPS) aus, die
mit den ICs des Typs Gre-
enChip2 von Philips Semi-
conductors ausgestattet
sind. Im Vergleich zur Vor-
gänger-Generation hat
Philips den Wirkungs-
grad um 10% verbessert.
Wie alle anderen Chips
der Familie auch arbeitet
der neue TEA1533 mit al-
len gleichgerichteten
Stromquellen und nutzt
einen externen MOSFET.
Das IC bietet Schutz-
merkmale wie beispiels-
weise einen sicheren Re-
start-Modus beim Auftre-
ten von Systemfehlern,
Überspannungs- und
Kurzschluss-Schutz etc.
Auch seine Starplug-Fa-
milie mit SMPS-ICs für
den direkten gleichge-
richteten Stromanschluss

hat Philips Semiconductors um ein Pro-
dukt für den 110-V-Markt erweitert. So-
wohl der neue TEA 151x als auch das
Schwesterprodukt TEA 152x (für den

220-V-Markt) sind für den Betrieb in klei-
nen Netzanschlussgeräten geeignet.
Als erste Familie einer neuen, in Trench-
Technologie gefertigten MOSFET-Gene-
ration stellte Zetex die Serie ZXMN vor.
So weist beispielsweise der in einem
SOT23 integrierte ZXMN3A01F eine
Spannungsfestigkeit von 30 V bei 2,5 A
Dauerstrom auf, während der On-Wider-
stand 90 mΩ (10 V) bzw. 145 mΩ (4,5 V)
beträgt und die Gate-Ladung mit 2,3 nC
angegeben wird. Mit der MSOP8-Varian-
te ZXMN13A02X8 verbessert das Unter-
nehmen den RDS(on) auf 18 mΩ (10 V) und
25 mΩ (4,5 V) mit einer Gate-Ladung
von 14, 5 nC. Noch im Laufe dieses Jah-
res will Zetex diese neue Familie um 20-
V-, 60-V- und 100-V-Versionen in SMD-
Gehäusen erweitern.
Eine besonders hohe Strahlungsfestig-
keit weisen die p-Kanal-MOSFETs der
Baureihe R5-RAD-Hard von International
Rectifier auf, die für Spannungen von 30,
60, 100 und 200 V erhältlich sind. So
weist beispielsweise die in einem SMD-
2-Gehäuse untergebrachte 30-V-Varian-
te IRHNA597Z60 einen On-Widerstand
von 10 mΩ bei einer Gate-Ladung von
200 nC auf.
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Bild 2: Die nach dem Eta-Prinzip arbeitenden Strom-
wandler wie beispielsweise der LAS 50-TP vereinen
die Eigenschaften von direktabbildenden Wandlern
und Kompensationswandlern. Sie bieten so von DC
bis 100 kHz eine Genauigkeit von 0,5 % im Messbe-
reich ±150 A. Bild: LEM
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Chips für dimmbare
„Neon“-Vorschaltgeräte

Für digital adressierbare und regelbare
Vorschaltgeräte hat International Rec-
tifier das Referenzdesign IRPLDIM2 vor-
gestellt,das sowohl die 256stufige Rege-
lung des Dimmvorgangs als auch sämt-
liche digitale Schnittstellenfunktionen
auf einer Leiterplatte enthält und damit
die Anzahl der Bauelemente in einem
elektronischen Vorschaltgerät für Nie-
derdruck-Gasentladungslampen
(„Neonröhren“) gemäß DALI (Digital Ad-
dressable Lighting Interface) um 60%
verringern soll. Kernelement der insge-
samt 92 Bauelemente umfassenden Pla-
tine ist neben dem Flash-Mikrocontrol-
ler PIC16F628 von Microchip das dimm-
bare Hochvolt-Vorschaltgeräte-IC mit
Gatetreiber der Bezeichnung IR2159
von International Rectifier.
Das IR2159 arbeitet mit einer patentier-
ten Technologie zur Phasenregelung,
die den Stromtrafo zum Trennen von
Lampen- und Kathodenstrom überflüs-
sig macht und eine stabile logarithmi-
sche Beleuchtungsregelung von 100%
bis hinab zu 1% ermöglicht. Über einen

externen Strommesswiderstand wer-
den sämtliche Rückkopplungsvariablen
gemessen, die für das Vorheizen, die
Zündung, das Helligkeitsregeln sowie
für das Detektieren einer Störung not-
wendig sind. Das IR2159 ermöglicht die
Programmierung der Vorheizzeit, um die
Lebensdauer der Lampe entscheidend
zu erhöhen, und weist diverse Optionen
für Schutzvorkehrungen auf, um Fehler
wie das Ausbleiben der Zündung,

durchtrennte Heizdrähte, automatische
Neustarts, Spannungsausfälle und ther-
mische Überlastung zu handhaben.
Während das Referenzdesign IRPLD
IM2E eine T-8-Standard-Leuchtstofflam-
pe mit den Eckdaten 230 V/36 W für den
europäisch-asiatischen Markt ansteuert,
ist das IRPLDIM2U für den Betrieb einer
T8-Lampe im nordamerikanischen
Markt bei 110 V/36 W ausgelegt. Das Re-
ferenzdesign kann mit Hilfe der kosten-

Die PCIM 2001 in Zahlen

Auf 7000 m2 präsentierten in Nürnberg 278 Direktaussteller und 153 zusätzlich
vertretene Unternehmen aus 23 Ländern den 6.297 Besuchern (entspricht
+5,8% im Vergleich zum Vorjahr) ihre Produkte und Systeme.
Die 11. PCIM Europe (22. International Exhibition and Conference on Power El-
ectronics, Intelligent Motion and Power Quality) verzeichnete im Vergleich
zum Vorjahr einen Ausstellerzuwachs von 12% und eine Vergrößerung der
Netto-Ausstellungsfläche um 32,4%. Innerhalb von fünf Jahren hat sich die
Ausstellungsfläche somit mehr als verdreifacht, während die Anzahl der Aus-
steller im gleichen Zeitraum um 77,7% zu nahm.
Die begleitende Konferenz besuchten 1.339 Teilnehmer, was einem Zuwachs
von 34,6% gegenüber der PCIM 2000 darstellt. Von den über 600 eingesand-
ten Vorträgen wählte der Fachbeirat 202 Vorträge aus.



losen Ballast-Design-Software auch für
andere Leuchtstofflampen modifiziert
werden.

Stromwandler

Durch Nutzung des Eta-Prinzips vereint
LEM diverse Eigenschaften von direktab-
bildenden Wandlern und Kompensati-
ons-Wandlern. Dabei befindet sich im
Luftspalt des Magnetkreises ein ASIC mit
einem temperaturkompensierten Hall-
Element zur Messung des magneti-
schen Durchflusses, womit der Wandler
Gleichströme sowie niederfrequente
Ströme bis 100 kHz präzise messen
kann. Bei Wechselströmen liefert die Se-
kundärspule die Ausgangsspannung an
einem Lastwiderstand R. Beide Signale
werden elektronisch überlagert, um ein
gemeinsames Ausgangssignal zu bil-
den. Die Stromwandler können ein di/dt
bis zu 100 A/µs exakt erfassen, wobei
der Linearitätsfehler zirka 0,8% des
Nennstroms beträgt. Da der Fluss im
Magnetkreis durch den kompensierten
Transformator praktisch Null ist, tritt bei
hochfrequenten Strömen keine Über-
hitzung durch Ummagnetisierung und
Wirbelströme auf. Beim Messen eines
leicht variierenden Gleichstroms arbei-
tet ein Eta-Wandler nach dem selben
Prinzip wie ein direktabbildender Wand-
ler. Die Stromaufnahme beträgt beim
Typ LAS 50-TP unter 20 mA. Das Strom-
bereich/Nennstrom-Verhältnis liegt bei
der Serie LAS zwischen 2,5 und 3. So
kann der LAS 50-TP bei einem maxima-
len Nennstrom von 50 A Ströme bis zu
150 A messen. Der Referenzpunkt ohne
jeglichen Primärstrom liegt bei 2,5 V, was
genau der halben Versorgungsspan-

nung entspricht. Die Steilheit des ver-
stärkten Ausgangssignals beträgt 0,625
V/IPN, was eine Ausgangsspannung von
4,375 V bei +150 A sowie 0,625 V bei
–150 A ergibt. Je nach dem zu messen-
den Signal arbeitet der Wandler im Tem-
peraturbereich von –25 bis +85 °C ent-
weder nach dem direktabbildenden
Prinzip oder nach dem Transformatoref-
fekt.
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Bild 3: CoolSET F2 von Infineon ist für Ausgangsleistungen von 10 bis 45 W bei
Eingangsspannungen von 85 bis 265 V bzw. 10 W bis maximal 60 W bei Eingangs-
spannungen zwischen 190 V und 265 V ausgelegt


